
КТ9115А, КТ9115Б

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные струк­
туры р-п-р усилительные. Предназначены для применения в 
усилителях мощности высокой частоты. Выпускаются в пласт­
массовом корпусе с жесткими выводами. Тип прибора указы­
вается на корпусе.

Масса транзистора не более 1 г.

КТ9115А

Электрические параметры
Статический коэффициент передачи тока в 
схеме ОЭ при (Укэ = 10 В, 4 = 30 мА, не менее 25
Граничная частота коэффициента передачи 
тока в схеме ОЭ при 0^э = 10 В, 4 = 30 мА,
не менее..................................................................... 90 МГц
Граничное напряжение при /к = 10 мА, 
не менее:

КТ9115А.............................................................. 300 В
КТ9115Б................................................................ 150 В

Напряжение насыщения коллектор— эмиттер
при /к = 30 мА, /Б = 6 мА, не более..................  1 В
Напряжение насыщения база— эмиттер
при 4 = 30 А, 4 = б мА, не более..................... 1,1 В
Емкость коллекторного перехода
при С/кь = 30 В, не более...................................... 5,5 пФ

типовое значение................................ .............  2,5* оФ
Емкость эмиттерного перехода
при (4Э = 0,5 В, не более....................................  50 пФ

типовое значение.............................................  35* пФ
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Обратный ток коллектора при = 250 В,
не более:

Г = +25 °С ......................................................... 0,05 мкА
Т = +100 X ......................................................  2 мкА

Обратный ток эмиттера при 1)ъъ = 3 В,
не более....................................................................  0,05 мкА

Предельные эксплуатационные данные
Постоянное напряжение коллектор— база:

КТ9115А.......................................................... . 300 В
КТ9115Б.............................................................  150 В

Постоянное напряжение коллектор— эмиттер 
при /?бэ ^  Ю кОм:

КТ9115А......................................................... 300 В
КТ9115Б.............................................................  150 В

Постоянное напряжение база— эмиттер............ 5 В
Постоянный ток коллектора................................  0,1 А
Импульсный ток коллектора1 при ^  ^  2 мс,
ОЪ 3 ,3 ......................................................................  0,3 А
Постоянный ток базы............................................  0,05 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллек­
тора при Тк = — 45...+25 X :

с теплоотводом2 ............................................... 10 Вт
без теплоотвода3.............................................. 1,2 Вт

Температура р-п перехода...................................  +150 °С
Температура окружающей среды.......................  — 45... Тк =

= +100 X

1 При 0 <  3,3 7^и макс рассчитывается по формуле
и, макс ® 4, максФ  А .

2 При Гк -  +25...+100 'С Я^макс снижается до 4 Вт.
1 При Т = +25...+100 *С Як снижается до 0,48 Вт.

Пайка выводов рекомендуется не ближе 5 мм от корпуса 
транзистора при температуре припоя +265 X  в течение време­
ни не более 3 с. Допускается пайка волной при температуре не 
более +235 X .

Допустимое значение статического потенциала 500 В.
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Входные характери­
стики

Выходные характери- Зона возможных поло-
стики жений зависимости ста­

тического коэффициен 
та передачи тока от то­

ка коллектора

Зависимости напряжений насыще- Зависимость емкости коллекторно- 
ния коллектор— эмиттер и база—  го перехода от напряжения коллек-

эмиттер от тока коллектора тор— база

^  $ Ь Э , 0 м

1к,мА

Зависимость пробивного напряже- Области максимальных режимов 
иия коллектор— эмиттер от сопро­

тивления база— эмиттер
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